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［背景］Ga2O3 は融液成長法による作製が可能のため、低コストな物質であり、更にバンドギャ

ップエネルギーが 4.8~4.9eVと大きく、高耐圧のパワーデバイス用材料として注目を集めてい

る。また、ワイドバンドギャップに対応して、紫外線（260 nm以下）領域での発光受光素子

への応用も考えられる。更に、ドナーアクセプタ―対発光による青色発光も観測されている[1]。

我々は、今回 RHEED ビーム照射による青色発光を見出したため、その特徴を調べた。 

［実験］厚さ 0.65mmの単結晶 β-Ga2O3試料を用いた。ラマン分光と RHEED により、試料の構造

評価を行った。RHEED では電子銃から照射される電子を 10～15kV で加速させ、低視射角で

試料表面に照射し、原子の周期構造に応じて現れる回折パターンを蛍光スクリーンに投影し

た。電子線エネルギーより、表面非弾性侵入深さは 10Å程度であると考えられる。同一試料

についてAlkα線を用いて角度分解XPSを行い、表面近傍の深さ分布を含む組成評価を行った。 

［結果］ラマン分光では β-Ga2O3に特徴的なスペクトルが得られた（Fig.1）。O1sの角度分解 XPS

（Fig.2）より、表面で C-O or OH が存在することが判明した。加速電圧 15kVでの RHEED パ

ターン及び RHEED 観測時の試料の青色発光を Fig.3,4 に示す。加速電圧を 15kVから減少させ

るに伴い、発光輝度が減少し、10kV 以下では肉眼で発光を観測できなかった。青色発光は試

料側面の電子線照射部分に生じ、試料内を伝搬して他端より放出された(Fig.5)。Ga2O3の屈折

率(1.9)より真空に対する全反射角は 60°と見積もられるが、実際にはそれより小さな角度で

全反射が起こっていると考えられ、表面に屈折率の小さな物質が存在していると考えられる。 
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Fig.1 (a)Raman spectroscopy spectrum, (b)O1s Angle-Resolved XPS spectrum, 

(c)RHEED pattern, (d)Blue light emitting Ga2O3, (e)Diagram of light propagation. 
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